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Opis problemu:

Grafen to pojedyncza warstwa atomow wegla utozonych w heksagonalng
siec. Udato sie go wyizolowa¢ z wysokiej jakosci krysztatdbw grafitu poprzez
odrywanie warstw weglowych przy pomocy tasmy klejacej. Ta metoda, jakkolwiek
pozwolita otrzymaé wysokiej jakosci prébki grafenowe, jest mato perspektywiczna,
gdy mysli sie o zastosowaniach grafenu na szerokg skale. Stad potrzeba innych
metod otrzymywania tych krysztatéw. Naukowcom z ITME udato sie zaproponowaé
oryginalny sposob tworzenia tego materiatu: osadzanie warstw na podtozu SiC.

Celem warsztatow bedzie zbadanie warstw grafenu z ITME ze szczegdlnym
naciskiem na zaleznos¢ oporu elektrycznego warstw od pola magnetycznego.
Klasycznie, w ramach prostych modeli przewodnictwa (np. model Drudego) udaje sie
wyjasni¢ wzrost opornosci przewodnikédw w polu magnetycznym. W przypadku
grafenu obserwujemy tendencje odwrotng: opdr jest maksymalny przy braku
zewnetrznego pola magnetycznego. Postaramy sie wyjasnic, jaki jest mechanizm
tego zjawiska przeprowadzajgc pomiary opornosci grafenu w zaleznosci od pola
magnetycznego i temperatury.
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Zadanie kwalifikacyjne

Wyznaczy¢ zaleznos¢ gestosci standéw elektronowych w grafenie od energii.
Wskazowka: zatozyé, ze zaleznos¢ dyspersyjna dana jest przez: E=C-p, gdzie ¢
jest predkoscig elektronéw (= 3:10° m/s), a p=kh/2m, gdzie k dlugoscia ich
wektora falowego, a h jest statg Plancka.



